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１．概要（Summary） 

次世代の電子材料開発に向け，当研究室では酸化グ

ラフェン（GO）の UV光（λ＝172 nm, UV172）還元につ

いて報告してきた［1］．当研究室では新たに波長の異な

る UV光（λ＝126,160 nm, UV126,UV160） を用いた還

元方法や，電気化学法で作製した GO(EGO)の還元に

取り組んだ．この新たな GO 還元体が先行研究に比して

効果的であるか検証するには，各手法で還元した GO

（rGO）の電気伝導特性を比較する必要がある．そこで本

課題では京都大学ナノテクノロジーハブ拠点にて，リフト

オフプロセスにより rGO上に Au/Cr 電極を作製し，FET

電気伝導特性を解析した． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、高周波伝送特性測定装置

（半導体パラメーターアナライザー）、ミクロシステムアナ

ライザ（マニュアルプローバー） 

【実験方法】 

レジスト液（ZPN1150）を基板に塗布し，高速マスクレス

露光装置を用いて rGO上に電極パターンを描画した後，

現像液（SD-1）を用いてパターン領域のレジストを取り除

いた．次に当研究室の真空蒸着装置によりAu/Cr薄膜を

基板に製膜した後，基板を剥離剤（remover1165）に浸

漬することで電極パターン以外の Au/Cr 薄膜を取り除い

た．その後マニュアルプローバーおよび半導体パラメータ

―アナライザーを用いて rGOの FET電気伝導特性を解

析した．なお，真空蒸着以外のプロセスは京都大学ナノ

テクノロジーハブ拠点にて行った． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

GOおよび EGOの Id-Vd特性を Fig. 1に示す．また，

Fig. 1 より計算した電気伝導率はUV172による還元では

4.21 S・m-1，UV160による還元では 4.27 Sm-1,UV126に

よる還元では 40.5 S・m-1,EGOは 550 Sm-1,UV172を用

いた EGOの還元では 180 S・m-1であった．この電気伝

導率は Id-Vd特性の Vd = 0 V における傾きから算出し

た． 

 より低波長のUV光を用いた還元は先行研究に比べ高

い電気伝導率となった．また，電気化学法による GO は

光還元することで電気伝導率が低下した．今後は引き続

き各還元手法の最適化およびより電気伝導特性の優れ

た GO作製方法の模索を行う予定である． 

 

Fig. 1 Id-Vd curve of rGO and EGO. 
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